21. uzdevums.

Izveidot plasa spektra fotojutigas organisko
tilouma heteropareju sistémas saules
elementiem, veikt pétijumus struktdras un
elektrodu materialu optimizésana, lai nodrosinatu
optimalu fotogeneréto elektronu un caurumu
parnesi.



Darba uzdevuma ietvaros tika izveidotas plasa spektrala diapazona fotojutigas tilpuma
heteropareju sistémas ,sandwich” paraugu veida.

Pétita So sistému 1ssleguma fotostravas kvantu efektivitates (EQE) spektralas
atkaribas apgaismojot paraugus ar monohromatisku gaismu 350 — 1100 nm spektra
diapazona ar konstantam fotonu plismam visa spektra apgabala, ka art péetits EQE
atkaribas no gaismas intensitates mainot gaismas intensitati no 109 fotonu/(cm2*s)
lidz 1015 fotonu/(cm2*s) pie 525 nm un 845 nm. Sajos spektra rajonos tika veikti arT
fotostravas kvantu efektivitates atkaribu no pielikta aréja sprieguma merijumi, lai
noteiktu paraugu foto EDS vértibas un aizpildijuma faktorus (FF).

35%

30%

25%

EQE electrons / photons

0%

20% +
15% +
10%

5% +

T T12

T 1,0

)
o
00

L)
o
[=}]

Op?ical density D

T
o
8 ]

4 0,0
300 400 500 600 700 800 900 1000
wavelength nm

Ziméjums 1. Spektralas atkaribas 1ssleguma
fotostravas aréjai kvantu efektivitatei (EQE) pie
gaismas intensitates 1011 fotonu/(cm2*s) un
optiskajam blivumam (D) ITO/PEDOT:PSS/
GaOHPc:PCBM/P3HT:PCBM/AI paraugam:

1 — EQE pie istabas temperatiras nekarsétam
paraugam;

2 - EQE pie T = 100C;

3 — EQE pie T = Tist péc paraugu karsésanas pie
100C;

4 — Optiskais blivums divslanu sistémai
GaOHPc:PCBM/P3HT:PCBM;

5 — Optiskais blivums GaOHPc:PCBM slanim.



Vel lielakas EQE veértibas izdevas sasniegt aizvietojot Al elektrodu ar Indija
elektrodu, zem kura novietots |oti plans BaF2 slanttis, ka tas paradits 2.
ziméjuma paraugam ITO/PEDOT/PSS/GaOHPc:PCBM/ P3HT:PCBM/BaF2/In.
Ja nekarsétam paraugam EQE spektrala atkariba raksturojas ar Iikni 1., tad
pec paraugu temperatiras apstrades EQE vértibas izdodas paaugstinat
gandriz Cetras reizes un parauga fotojutiba jau raksturojas ar likni 3, kur EQE
vértiba sasniedz 45% pie 525 nm un 25% pie 845 nm.
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Zimeéjums 2. Spektralas atkaribas issleguma
fotostravas aréjai kvantu efektivitatei (EQE) pie
gaismas intensitates 1012 fotonu/(cm2*s) un
optiskajam blivumam (D) PEDOT/PSS/
GaOHPc:PCBM/P3HT:

PCBM/BaF2/In.

1 — EQE pie istabas temperatiras nekarsétam
paraugam;

2 — EQE pie T = 100C;

3 — EQE pie T = Tist péc paraugu karséSanas
pie 100C;

4 — Optiskais blivums divslanu sistémai
GaOHPc:PCBM/P3HT:PCBM;

5 — Optiskais blivums GaOHPc:PCBM slanim;
6 — optiskais blivums P3HT:PCBM slanitim.
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